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Annotatsiya: Ushbu ishda CdGeAs; yarimo‘tkazgich birikmasida kristall-amorf fazaviy o‘tish
jarayonida elektrofizik Ba strukturaviy xossalarning o‘zgarishi tadqiq etilgan. Natijalar shuni
ko‘rsatdiki, fazaviy o‘tish jarayonida galay atomlarining valentlik holati Sn** dan Sn*2 ra o‘zgaradi,
bu esa materialning mikroelektronik xossalariga bevosita ta’sir ko ‘rsatadi.
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spektroskopiyasi, izomer siljish, CdGeAs?, valentlik.

AHHoTanus: B nanHoi paboTe nccie10BaHO H3MEHEHHE IEKTPOPUZNIECKUX U CTPYKTYPHBIX
CBOWMCTB MOJyIpoBOAHKHKOBOTO coemuHennss CAdGeAs,npu (ha3oBoM mepexojie KpucTami-aMopdHoe
COCTOSIHME. YCTAHOBJICHO, 4YTO TpHu (Ha30BOM IEpexoJie MPOUCXOTUT H3MEHEHHUE BAJICHTHOTO
cocTostHMS aTtoMoB oioBa ¢ Sn'® ma Sn*2 uro CYLLECTBEHHO BIMSAET HAa MUKPOIIEKTPOHHEIE
XapaKTEPUCTUKN MaTepraa.

KuroueBble ci10Ba: TBEpI0€ TEJO, MOJTYIPOBOJIHHK, (Pa30BBIA MEPEX0I, KpUCTAILI, aMmopdHOe
cocrostHue, MeccbayspoBCKas CIIEKTPOCKOIIHS, n3oMepHbIil casur, CAGeAS,, BaleHTHOCTb.

Abstract: This paper investigates the changes in electrophysical and structural properties of
the CdGeAs semiconductor compound during the crystal-to-amorphous phase transition. The results
indicate that during the phase transition, the valence state of tin atoms changes from Sn** to Sn*?,
which significantly impacts the microelectronic parameters of the material.
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Qattiq jismlar strukturasining tashqi ta’sirlar ostida o’zgarishi natijasida ularning fizik
xossalarining o’zgarib ketishini o’rganish hozirgi vaqtda eng actual muammolardan biri hisoblanadi.
Qattiq jismlar xossalarining o’zgarib ketishini o’rganish asosida bunday materiallarning
priborsozlik va mikroelektronikada qo’llanilishi bo’yicha ehtiyojni o’zgartiradi.Bunday ehtiyojning
oshishi esa shu soxada olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada samaraliroq bo’lishini taqozo
etmoqda.Qattiq jismlarning eng asosiy qismi bo’lgan yarimo’tkazgich materiallar ham tashqi ta’sir

ostida o’zining xossalarini o’zgartirishi dunyoda priborsozlik va mikroelektronika soxasining
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rivojlanishiga kata ta’sir ko’rsatishi yaqqol ko’rinmoqda.Tasqi ta’sirlar , masalan: elektr va magnit
maydonlari, xar hil aralashma atomlari miqdori o’zgarishi, tashqi ta’sir — deformatsiya va boshqgalar
qattiq jismlardan tayyorlangan priborlarning ish faoliyati o’zgarishi zarur fizik parametrlarni aniqlash
va o’lchash imkoniyatlarini keskin pasayishiga olib kelmoqda.

Ushbu materialda qattiq jismlarning , xususan yarimo 'tkazgich materiallarning elektrofizik va
optik xossalarining keskin o’zgarishi natijasida bunday materiallarning priborsozlik va
mikroelektronikada xom-ashyo sifatida qo’llanilishini chegaralab qo’ymoqda.Shu masalalarni
o’rganish bo’yicha yarimo ’tkazgichlarga kiritiladigan aralashma atomlari miqdori, shuningdek tashqi
temperaturaning materiallar xossalariga ta’sirini o’rganish bo’yicha tajribalar o’tkazilib, olingan
natijalar hagida quyidagi ma’lumotlarni bermogqdamiz:

O’rganilayotgan CdGeAs, birikma olmossimon strukturali xarakterga ega bo’lgani uchun
bunday olmossimon strukturali birikma uchun shishasimon yoki amorf holat xarakterli emas deb
xulosa gilinar edi. Ammo suyuq aralashmani 200 grad/sek va undan kata tezlikda sovitilganda amorf
holatdagi CdGeAs, birikmasi olishga muvofiq bo’lindi.Kristall ko’rinishdagi birikma esa eritmani
juda sekin sovitish natijasida olishga erishildi. Amorf va kristall CdGeAs, birikmasini o’rganish
uchun bu birikmaga Messbauer izotopi hisoblangan Sn''® izotopini sintez va diffuziya usullari
yordamida tayyorlandi.Tajribalarning ko’rsatishicha Sn!1® izotopi CdGeAs, birikmasidagi Ge
atomlari o’rniga joylashib qoladi.Shunday qilib Messbauer spektroskopiyasi yordamida kristall va
amorf holatdagi CdGeAs, birikmasining strukturasini o’rganish imkoniyatini yaratadi.

Messbauer spektroskopiyasi yordamida murakkab strukturali CdGeAs, yarim o’tkazgich
birikmasida kristall-amorf fazaviy o’tishni o’rganish maqgsadida ushbu birikmalarning Messbauer
spektrlari olindi va spektrlar parametrlarining ko’rsatishicha kristall va amorf holatlardagi spektrlar
parametrlari bir-biridan keskin farq giladi.

Agar kristall holatdagi CdGeAs, birikmasi uchun Messbauer spektri singlet liniya bo’lib,
izomer siljish o’rtacha -0,435 mm/sek bo’lsa, amorf’ko’rinishdagi birikmada Messbauer spektri ham
singlet bo’lib, isomer siljishi +0,840mm/sek gqiymatga ega ekanligi aniglandi.Bu esa ikki holatdagi
birikmada aralashma Sn'1° izotopi atomlari xar hil lokal joylashuvga ega ekanligini bildiradi.Kristall
strukturali CdGeAs, birikmasiga kiritilgan aralashma Sn'® izotopi atomlari Ge atomlari o’rniga
joylashib goladi va Sn** zaryad holatiga ega bo’ladi.

Amorf holatdagi CdGeAs, birikmasi uchun Messbauer spektri isomer siljishi esa standart SnO
birikmasi izomer siljishi bilan 0’zaro mos keladi. Bu SnO birikmasida Sn atomlari Sn*? holatda
mavjud bo’ladi.Shunday qilib CdGeAs, birikmasidagi kristall-amorf fazaviy o’tishda aralashma
Sn11? izotopi atomlari Sn** holatdan Sn*? holatiga o’tadi.Bu esa 0’z navbatida ushbu strukturadagi

boshqa parametrlar ham o’zgarib ketishini ko’rsatadi.
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